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Die f olgenden Angaban sind dan vom Anntalder aingeraichten Untariagan antnomman 

@ TN- und STN-Flussigkristallanzeigen 

@ Die Erfindung betrifft TN- und STN FIussigkristallanzei- 
gen sowie die darin verwendeten neuen nematischen 
Flussigkristalimischungen, dadurch gekennzeichnet, dali 
sie eine oder mehrere Verbindungen der Forme! I 




C=C-CN 



sowie eine oder mehrere Verbindungen der Formel II 



enthalten, worin R\ R^, R^ L und a die in Anspruch 1 an- 
_ gegebene Bedeutung besitzen. 
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Beschieibung 

Die Erfindung bclrilTl vcrdrillte und hochverdrillte nemalischc Flussigkjistallan:«iigen (cnglisch: TVisted Nemalic, 
kurz: TN; bzw. Supertwisted Nematic, kiirz: STN) mit sehr kurzen Schaltzeiten und guten Steilheiten und \\%ikelabhan- 
5 gigkeiten sowic die darin verwendeten neuen nematischen Russigkristallniischungen. 

TN-Anzeigen sind bekannt, z. B. aus M. Schadt und W. Helfrich, Appl. Phys. Lett., 18, 127 (1971). STN-Anzeigen 
sind bekannt, z. B. aus EP 0 131 216 Bl; DE 34 23 993 Al; EP 0 098 070 A2; M. Schadt und F. Leenhouts, 17. Freibur- 
ger Aibeitstagung Flussigkristalle (8.-10.04.87); K. Kawasaki et al., SID 87 Digest 391 (20.6); M. Schadt und F. Leen- 
houts, SID 87 Digest 372 (20. 1); K. Katoh et al., Japanese Journal of Applied Physics, \bl. 26, No. 1 1 , L 1784^L 1786 

10 (1987); F. Leenhouts et al., Appl. Phys. Lett. 50 (21), 1468 (1987); H. A. von Sprang und H. G. Koopman, J. AppL Phys. 
62 (5), 1734 (1987); T. J. ScheflFer und J. Nehring, Appl. Phys. Lett. 45 (10), 1021 (1984), M. Schadt und E Leenhouts, 
Appl. Phys. Lett. 50 (5), 236 (1987) und R P Raynes, Mol. Cryst. Liq. Cryst Letters Vol. 4 (1), pp. 1-8 (1986). Der Be- 
griff STN umfaBt hier jedes hoher vcrdrillte Anzcigeelcmcnt mit cincm VcrdriUungswinkel dem Bctragc nach zwischcn 
160° und 360", wie beispielsweise die Anzeigeelemente nach Waters et al. (C. M. Waters et al., Proc. Soc. Inf. Disp. 

15 (Nev/ York) (1985) (3rd Intern. Display Conference, Kobe, Japan), die STN-LCD's (DE OS 35 03 259), SBI^LCD's (T. 
J. Schcffcr und J. Nchriog, Appl Phys. Lett. 45 (1984) 1021), OMI-LCD's (M. Schadt und E Leenhouts, Appl. Phys. 
Lett. 50 (1987), 236, DST-LCD's (EPOS 0 246 842) oder BW-STN-LCD's (K, Kawasaki et al., SID 87 Digest 391 
(20.6)). 

STN-Anzeigen zeichnen sich im Vergleich zu Standard-TN-Anz^igen durch wesentlich bessere Steilheiten der elek- 
20 ttooptischen KennUnie und, bei mittleren und hoheren Multiplexraten, beispielsweise 32 bis 64 und hohei; durch bessere 
Kontrastwerte aus. Dagegen ist in TN-Anzeigen im Allgemeinen der Kontrast aufgrund des besseren Dunkelwertes ho- 
hcr und die Winkelabhangigkeit des Kontrastes geringer als in STN-Anzeigen mit niedrigen Multiplexraten von bd- 
spiclswdsc wcnigcr als 32. 

Von besondetem Interesse sind TN- und STN-Anzeigen mit sehr kurzen Schaltzeiten insbesondere auch bei tieferen 
25 Temperaturen. Zur Erzielung von kurzen Schaltzdten wuiden bisher die Rotationsviskositaten der Fliissigkristallmi- 
schungcn optimicrt untcr Vcrwcndung von meist monotropcn Zusatzcn mit relativ hohem Dampfdruck. Die erzielten 
Schaltzeiten waren jedoch nicht fiir jede Anwendung ausreichend. 

Zur Erzielung einer steilen elektrooptischen KennUnie in den erfindungsgemaBen Anzeigen soUen die Flussigkristall- 
mischungen relativ groBe Werte fiir das Verhaltnis der elastischen Konstanten K33/KU, sowie relativ kleine Werte fur 
30 Ae/e aufweisen, wobei Ae die dielektrische Anisotropic und die dielektrische Konstante senkrecht zur MolekuUangs- 
achse ist. 

Uber die Optimierung des Kontrastes und der Schaltzeiten hinaus werden an derartige Mischungen weitere wichtige 
Anforderungen gestellt: 



35 1. Breites d/p-Fenster 

2. Hohe chemischc Dauerstabilitat 

3. Hoher eldctrischer Widerstand 

4. Geringe Fiequenz- und Temperaturabhangigkeit der Schwellenspannung. 

40 Die erzielten Parameterkombinationen sind bei weitem noch nicht ausreichend, insbesondere fur Hochmultiplex- 
STN-Anzeigen (mit ciner Multiplexrate im Bereich von ca. 1/400), aber auch fur Mittel- und Niedermultiplex-STN- (mit 
Multiplexraten im Bereich von ca. 1/64 bzw. 1/16), und TN-Anz^igen. Zum Teil ist dies darauf zuruckzufuhren, daB die 
verschiedenen Anforderungen durch Materialparameter gegenlaufig beeinfluBt werden. 

Es besteht somit immer noch ein groBer Bedarf nach TN- und STN-Anzeigen, insbesondere fiir Mittel- und Nieder- 
45 multiplex-STN- Anzeigen, mit sehr kurzen Schaftzeiten bei gleichzeitig groBem Arbeitstemperaturbereich, hoher Kenn- 
linicnstcilhcit, guter Winkelabhangigkeit des Kontrastes und nicdriger Schwellenspannung, die den oben angegebenen 
Anforderungen gerecht werden. 

Der Erfindung hegt die Aufgabe zugrunde, TN- und STN-Anzeigen bereitzustellen, die die oben angegebenen Nach- 
teile nicht oder nur in geringeiem MaBe und gleichzeitig kurze Schaltzeiten, insbesondere bei tiefen Temp^aturen, und 
SO sehr gute SteiUtdten aufweisen. 

Es wurde nun gefiinden, daB diese Aufgabe gelost werden kann, wenn man nematische Russigkristallniischungen ver- 
wendet, die eine oder inehrere Verbindungen der Formel I 
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H 



O 



•CEC-CN 



60 sowie eine oder mehrere Alkenyl- Verbindungen der Formel II 
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enthalten, 
worin 
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undR'* jeweils unabhangig voneinander eine Alkyl-, Alkoxy- oder Alkenylgruppe mit 1 bis 12 C-Atomen, wobei auch 
ein Oder zwei nicht benachbarte CH2-Gnjppen durch -0-, -CH=OI-, -CO, -OCO- oder -COO- so ersetzt sein konnen, 
daB O-Atonie nicht dirckt miteinandcr vcrkniipfl sind, 

eine Alkenylgruppe mit 2 bis 7 C-Atomen, 
LlioderF, und 5 
a 0 oder 1 
bedeuten. 

Die Verwendung der Verbindungen der Formeln I und 11 in den Mischungen fur erfindungsgemaBe TN- und STO- An- 
zeigen bewirkt 

10 

- hohe Steilheit der elektrooptischen Kennlinie 

- geringe Temperaturabhangigkeit der Schwellenspannung und 

- sehr schnelle Schaltzcitcn, insbcsooderc bei ticfen Temperaturcn. 

Die Verbindungen der Formel I und n verkiirzen insbesonderc deutlich die Schaltzeiten von TN- und STN-Mischun- 15 
gen bci glcichzcitiger Erhohung der Steilheit und geringcr Temperaturabhangigkeit der Schwellenspannung. 
Weiterhin zeichnen sich die erfindungsgemaBen Mischungen durch folgende \forzuge aus 

- sie besitzen eine niedrige Viskositat, 

- sie besitzen eine niedrige Schwellenspannung und Operationsspannung, 20 

- sie bewirken lange Lagerzeiten in der FK- Anzeige bei tiefen Temp^atuien. 

Gcgcnstand der Erfindung ist somit eine Fliissigkristallanzcigc mit 

- zwei Tragerplatt^, die mit einer Umrandung eine ZeUe bilden, 25 

- einer in der Zelle befindlichen nematischen Flussigkristallmischung mit positivcr dielektrischer Anisotropic, 

- Hlektrodenschichten mit Orientieningsschichten auf den Innenseiten der Tragerplatten, 

- einem Anstellwinkel zwischen der Langsachse der Molekiile an der Oberflache der Ttagerplatten und den Trager- 
platten von 0 Grad bis 30 Grad, und 

- einem Verdrillungswinkel der Flussigkristallmischung in der Zelle von Qrientierungsschicht zu Orientierungs- 30 
schicht dem Betrag nach zwischen 22,5° und 600°, 

- einer nematischen Flussigkristallmischung bestehend aus 

a) 15-80 Gew.-% einer fliissigkristaUinen Komponente A, bestehend aus einer oder mchrcren Verbindungen 
mit einer dielektrischen Anisotropic von uber +1,5; 

b) 25-85 Gew.-% einer flussigkristallinen Komponente B, bestehend aus einer oder mehieren Verbindungen 35 
mit einer dielektrischen Anisotropic zwischen -1^ und +1^; 

c) 0-20 Gew.-% einer flussigkristallinen Komponente D, bestehend aus einer oder mehieren \^rbindungen 
mit einer dielektrischen Anisotropie von unter-1,5 und 

d) gegebenenfalls einer optisch aktiven Komponente C in einer Menge, daB das Verhaltnis zwischen Schicht- 
dicke (Abstand der Tragerplatten) und naturlicher Ganghohe der chiral^ nematischen Flussigkristallmischung 40 
etwa 0,2 bis 1,3 betragt, 

dadurch gekennzeichnet, daB Komponente A mindestens eine Verbindung der Formel I enthalt 

I 




R^— H X- < O )— CEC-CN 




50 

und Komponente B mindestens eine Verbindung der Foimel n enthalt 
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R^ und R"* jewcils unabhangig voneinander eine Alkyl-, Alkoxy- oder Alkenylgruppe mit I bis 1 2 C-Atomen, wobei auch 
ein oder zwei nicht benachbarte CH2-Gruppen durch -0-, -CH=CH-, -CO-, -OCO- oder -COO- so ersetzt sein konnen, 60 
daB O-Atome nicht direkt niiteinander verknupft sind, 
R^ eine Alkenylgruppe mit 2 bis 7 C-Atomen, 
L H Oder F, und 
a 0 oder 1 

bedeuten. 65 
Gegenstand der Erfindung sind auch entsprechende Hussigkristallmischungen zur Verwendung in TN- und STN-An- 

zeigen, insbesonderc in mittel- und niedrigmultiplexierten STN-Anzeigen. 
Besonders bevorzugt sind Flussigkristallmischungen, die eine oder mehrere Verbindungen der Formel I enthalten, wo- 
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rin eine geradkettige Alkylgruppe mit 1 bis 8 C-Atomen bedeutet. 

Femer bevorzugt sind Fliissigkristallmischungen, die eine oder mehrere Verbindungen der Forniel I enthalten, worin 
cine geradkettige Alkcnylgruppc uiit 2 bis 7 C-Atomen bcdeuteL 
Fonnel I umfaBt folgende Verbindungen 




worin R^ die oben angegebene Bedeutung besitzt 
Besonders bevorzugte \ferbindungai der Formel I-l sind solche ausgewahLt aus der folgenden Gruppe, 




35 

besonders bevorzugte Verbindungen der Formel 1-2 sind solche ausgewahlt aus der folgenden Gruppe 




worin R^^ H, CH3, C2H5 Oder n-CBpI? und alkyl eine Alkylgruppe mit 1 bis 8 C-Atomen bedeuten. 

Besonders bevorzugt sind Verbindungen der Fonncln I-la bzw. I-2a. 
60 Femer bevorzugte Verbindungen sind solche der Formeki I- lb, I- Ic, I-2b und I-2c, worin R^^ H bedeutet. 

Die erfindungsgemaBen Medien enthalten vorzugsweise eine oder mehrere Verbindungen der Formel I-l, oder eine 
oder mehrere Verbindungen der Formel 1-2, insbesondere solche der oben genannten bevorzugten Unterfonneln. 

Formel n umfaBt folgende Verbindungen 
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r—C H 



H V-R* 



11-1 




H 



H 



11-2 



worin und die oben angegebene Bedeutung besitzen. 

Bcsondcrs bcvorzugt sind erfindungsgemaBe TO- und STN-Anzcigcn, die wcnigstens cine Vcrbindung dcrFormcl II- 
1 enthalten. 

Femer bevorzugt sind TN- und STN-Anzeigen, die wenigstens jeweils eine Verbindung der Formeln II- 1 und II-2 ent- 
hallcn. 

In den Formebi II- 1 und II-2 bedeutet besonders bevorzugt lE-alkenyl oder 3 E-alkenyl mit 2 bis 7 C-Atomen. 
Besonders bevorzugte Verbindungen der Formel II- 1 sind solche, worin R'* Alkenyl mit 2 bis 7 C-Atomen bedeutet, 
sowie Verbindungen ausgewahlt aus den Formeln IT- la bis 11- le 



IMa 




10 



15 



20 



25 



1Mb 




IMc 



IMd 



30 



35 




H 



H 



alkyl 



IMe 



40 



worin R^* und R'*^ jeweils unabhangig voneinander H, CH3, C2H5 oder n-CaHy und alkyl eine Alkylgruppe mit 1 bis 8 C- 45 
Atomcn bedeuten. 

Besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel 11- la, insbesondere solche, worin R^* und R'** CH3 bedeuten, so- 
wie Verbindungen der Formel 11- le. worin R-^^ H bedeutet. 

Besonders bevorzugt sind erfindungsgemaBe TN- und STN-Anzeigen, worin die Russigkristallmischung mindestens 
eine Verbindung der Formel K- 1 a und/oder IT- 1 c enthalt, in denen R^^ und R^ jeweils dieselbe Bedeutung aufweisen, so- 50 
wie Anzeigen, worin die Russigkristallmischung mindestens eine Verbindung der Formel Il-le enthalt. 

In einer weiteren bevorzugten Ausfiihningsform enthalten die eriindungsgemaBen TN- und STN-Anzeigen eine oder 
mehrere Verbindungen der Formel II-2. 

Besond^ bevorzugt sind Verbindungen der Formel II-2, worin R'* Alkyl mit 1 bis 8, insbesondere 1, 2 oder 3 C-Ato- 
men, und R^ lE-alkenyl oder 3E-alkenyl mit 2 bis 7, insbesondere 2, 3 oder 4 C-Atomen bedeuten, sowie Verbindungen 55 
ausgewahlt aus den Formeln 11- 2a und n-2b 




H 



H 



-alkyl 



ll-2a 



60 



^3a 




\\-^^ H ^ H /-^ O /-alkyl „ 

worin R^* voneinander H, CHs, C2II5 oder n-CsHv, insbesondere H, und alkyl eine Alkylgruppe mit 1 bis 8, insbesondere 
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1, 2 Oder 3 C-Atomen bedeuten. 

Die Verwendung von Verbindungen der Formel n fuhrt in den erfindungsgemaBen Hussigkristallmischungen zu be- 
sonders niedrigen Werten dcr Rotadonsviskositat und zu TN- iind STN-Anzcigcn mit einer hohen Steilheit und schncUcn 
Schaltzeiten insbesondere bci niedrigen Temperaturen. 
5 Die erfindungsgemaBen Mischungen enthalten neben den dieiektrisch neutralen Alkenylverbindungen der Formel II 
vorzugsweise eine oder mehrere dieiektrisch positive Alkenylverbindungen der Forme! 11* 




15 

worin 

die in Formel 11 angegebenen Bedeutungen besitzt, 
Q CF2, OCF2, cm, OCFH Oder eine Einfachbindung, 
Y F Oder CL, und 
20 und jeweils unabhangig voneinander H oder F bedeuten. 

Besonders bevorzugte Verbindungen der Formel II* sind solche, worin und/oder F und Q-Y F oder OCF3 bedeu- 
ten. Femer bevorzugt sind Verbindungen dcr Formel II*, worin lE-alkenyl oder 3B-alkenyl mit 2 bis 7, insbesondere 
2, 3 oder 4 C-Atomcn bedeutet. 

Die polaien Verbindungen der Formel 11* mit einer dielektrischen Anisotropie von mehr als +1,5 sind der oben ctefi- 
25 nierten Komponente A zuzuoidnen. 

Die erfindungsgemaBen Mischungen enthalten ncbcn den M^rbindungen der Formeln I und n vorzugsweise cine oder 
mehrere fliissigkristalline Tolan- Verbindungen. Aufgrund der hohen Doppelbrechung An der Tolan- Verbindungen kann 
bd geringeren Schichtdicken gearbeitet werden, wodurch die Schaltzeiten deutlich kiirzer werden. Die Tolan- Verbindun- 
gen sind vorzugsweise ausgewahlt aus der Gruppe T bestehend aus den ^rbindungen der Formeln Tl und T2: 




in Formel Tl auch 




60 in Formel T2 auch 




65 

dOod«-l, 

bis l7 jeweils unabhangig voneinander H oder F, 
Q -CF2-. -CIF-, -OCFr , -OQIF- oder eine Einfachbindung, 
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YFoderCl 

-C0-0-, -Cri2CH2- Oder eine Einfachbindung bedeuten, 
die oben angcgcbcnc Bcdcutung bcsitzt und 
eine der fur R angegebenen Bedeutungen besitzt. 

Bevorzugte Verbindungrai der Formel Tl entsprechen den Unterformeln Tla und Tib 



T1a 



10 




c=c-/ o /-Q-Y 



T1b 



V 

worm bis L"* H oder F und Q-Y F, CI oder OCF3, insbesondare F oder OCF3 bedeuten. 
Besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel Tlb-1 




H 



C=C 




OCF, 



T1b-1 



worin R'^ die oben angegebene Bedeutung besitzt. 

Bevorzugte Verbindungen der Formel T2 entsprechen den Unterformeln T2a bis T2h 
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F 

worin R\ und die oben angegebene Bedeutung besitzen, und bis H oder F bedeuten. 
55 Besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formeln T2a und T2b. 

In einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform enthalten die Miscliungen eine oder mehrere Vferbindungen der For- 
mel T2h. 

Besonders bevorzugte Verbindungen der Formel T2e sind soLche, worin einer, zwei oder drei der Reste bis F und 
die andcrcn H bedeuten, wobci und \} bzw. I.^ und bzw. und nicht bcidc glcichzcitig F bedeuten. 
60 Der Anteil der Verbindungen aus der Gruppe enthaltend T2a und T2b ist vorzugsweise 5 bis 50%, insbesondere 10 bis 
40%. 

Der Antcil der Verbindungen der Formel T2h ist vorzugsweise 2 bis 35%, insbesondere 4 bis 25%. 
Der Anteil der Verbindungen der Formel Tlb-1 ist vorzugsweise 2 bis 25%, insbesondere 4 bis 15%. 
Der Antdl der Verbindungen aus der Gruppe T ist vorzugsweise 2 bis 55%, insbesondere 5 bis 35%. 
65 Die Komponente A enthalt vor/iigsweise eine oder mehtere Cyanoverbindungen der folgenden Formeln 
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worin R eine der fiir in Formel I angegebenen Bedeutungen besitzt und und jeweils unabhangig voneinander H 
Oder F bedeuten. R bedeutet in diesen Verbindungen besonders bevorzugt Alkyl oder Alkoxy mit 1 bis 8 C-Atomen. 

Besonders bevorzugt sind Mischungen, die eine oder mehrere Verbindungen der Formeln lllb, IHc und Illf, insbeson- 
dere solche, worin j} und/oder I? F bedeuten, enthalten. 

Wcitcrhin bevorzugt sind Mischungen, die eine oder mehieie Verbindungen der Fonncl mh enthalten, worin 1? H und 

H Oder F; insbesondere F, bedeutet. 

In dner speziellen Ausfuhrungsform enthalt die Komponente A vorzugsweise eine oder mehrere 3,4,5-IHfluorphen- 
ylverbindungen der folgenden Formeln 



iVa 



IVb 



IVc 



IVd 
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F 




F 

F 




F 

F 
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5 R— (^^^CHjCHj — (J^y-^(^o\^ Vs 

C 

10 worin R eine dcr fur in Formel I angcgcbcocn Bcdcutungcn bcsitzt und und jcwcils unabhangig vonciaandcr H 
odcc F bedeuten. R bedeutet in dieseo Verbindungen besond^ bevorzugt Alkyl oder Alkoxy mit 1 bis 8 C-AtDmcn. 
Besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formeln IVa, IVb, IVc, IVd, IVh und insbesondeie Verbindungen der 

Formcln IVa, IVh und Vi. 

Die einzelnen Verbindungen der Formeln I, II, IH, IV und V bzw. deren Unterformeln oder auch andere Verbindungen, 
15 die in den erfindungsgemaBen TN- und STN-Anzeigen verwendet werden konnen, sind entweder bekannt, oder sie kon- 
ncn analog -m den bekannten Verbindungen hcrgcstellt werden. 

Die Verbindungen der Formel n besitzen niedrige Viskositaten, insbesondere niedrige Rotationsviskositaten, sowie 
niedrige Werte fiir das Verhaltnis der elastischen Konstanten K33/K11, und fiihren daher zu in den erfindungsgemaBen 
Anzeigen zu kurzen Schaltzeiten, wahrend die Anwesenheit von Verbindungen der Formel I mit hohcrdielektrischer An- 
20 isotropic, insbesondere in erhohten Konzentrationen, eine Verringening der Schwellenspannung bewirkt. 

Bevoizugte Flussigkristallmischungen enthalten eine oder mehieie Verbindungen der Komponente A vorzugsweise in 
einem Anteil von 15% bis 80%, besonders bevorzugt von 20% bis 70%. Diese \^rbindungen besitzen eine dielektrische 
Anisotropic Ae > +3, insbesondere A£ > -fS, besonders bevorzugt Ae > +12. 

Bevoizugte Flussigkristallmischungen enthalten ein oder mehrere Verbindungen der Komponente B, vorzugsweise in 
25 einem Anteil von 20 bis 85%, besonders bevorzugt in einem Anteil von 30 bis 75%. Die Verbindungen der Gruppe B, 
insbesondere solche mit Alkenylgruppen, zeichnen sich insbesondere durch ihrc nicdrigcn W;rtc fiir die Rotationsvisko- 
sitat Yi aus. 

Die Komponente B enthait neben ein oder mehreren \ferbindungen der Formel H vorzugsweise eine oder mehrere Ver- 
bindungen ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus den Zweiring verbindungen der folgenden Formeln 

30 
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worin und die oben angegebene Bedeutung haben, L H oder F bedeutet, und die 1,4-Phenylengruppen in IV 10 bis 
IV 19 und IV23 bis IV 32 jeweils unabhangig voneinander auch durch Fluor ein- oder mehrfach substituiert sein konnen. 

Bcsondcrs bcvor/ugt sind Vcrbindungen der Formcln IV 25 bis IV 31, worin Alkyl und R^ Alkyl oder Alkoxy, ins- 
besondere Alkoxy, jeweils mil 1 bis 7 C-Atomen, bedeutet. Femer bevorzugt sind Verbindungen der Formel IV 25 und 
5 I V 3 1 , worin L F bedeutet. 

R^ und R^ in den Vcrbindungen der Formeln IVl bis IV30 bedeuten besonders bevorzugt geradkettiges Alkyl oder Al- 
koxy mit 1 bis 12 C-Atomen. 

Die flussigkristallinen Mischungen enthalten gegebenenfalls cine optisch aktive Komponente C in einer Menge, daB 
das Verhaltnts zwischen Schichtdicke (Abstand der IVagerplatten) und naturlicher Ganghohe der chiralen nematischen 
10 Flussigkristallmischung groBcr 0,2 ist. FCir die Komponente stehen dem Fachmann cine ^clzahl, zum Tcil koinmerzicU 
erhaltUcher chiraler Dotierstoffe zur Verfijgung z. B. wie Cholesterylnonanoat, S-811 der Merck KGaA, Darmstadt und 
CB15 (BDII, Poole, UK). Die Wahl der Dotierstoffe ist an sich nicht kritisch. 

Der Antcil der Vcrbindungen der Komponente C bctragt vorzugswcisc 0 bis 10%, insbesonderc 0 bis 5%, besonders 
bevorzugt 0 bis 3%. 

15 Die erfindungsgemaBen Mischungen konnen auch gegebenenfalls bis zu 20% einer oder mehrerer Vcrbindungen mit 
eincr dielcktrischcn Anisotropic von weniger als -2 (Komponente D) enthalten. 

Falls die Mischungen Verbindungen der Komponente D enthalten, so sind dies vorzugsweise cine oder mehrere \fer- 
bindungen mit dem Strukturelement 2,3-Difluor-l,4-phenylen, z. B. Verbindungen gemaB DE-OS 38 07 801, 38 07 861, 
38 07 863, 38 07 864 oder 38 07 908. Besonders bevorzugt sind Tolane mit diesem Strukturelement gemaB der Intema- 
20 tionalen Patentanmeldung PCT/DE 88/00133. 

Weitere bekannte Verbindungen der Komponente D sind z. B. Derivatc der 2,3-Dicyanhydrochinone oder Cyclohe- 
xanderivate mit dem Strukturelement 

CN F 

- ^ Oder -(y- 

gemaB DE-OS 32 31 707 bzw. DE^OS 34 07 013. 

Vorzugsweise enthalten die erfindungsgemaBen Fliissigkristallanzeigen keine \ferbindungen der Komponente D. 
30 Der Ausdruck " Alkenyl" in der Bedeutung von R, R^ , R^, R^ und R^ umfaBt geradkettige und verzweigte Alkenylgrup- 
pen, im FaUe von R, R^ und R^ mit 2-12, im Falle von R^ und R^ mit 2-7 KohlenstofiFatomen, insbesonderc die gerad- 
kettigen Gruppen. Besonders bevorzugte Alkenylgruppen sind C2-C7-1E-Alkenyl, C4-C7-3E-Alkenyl, C5-C7-4-Alkenyl, 
C6-C7-5-Alkenyl, und C7-6-Alkcnyl, insbcsondere C2-C7-1E-Alkcnyl, C4-C7-3E-Alkcnyl und C5-C7-4-AlkcnyL 

Beispiele be vorzugter Alkenylgruppen sind Vinyl, lE-Propenyl, lE-Butenyl, lE-Pentenyl, lE-Hexenyl, lE-Heptenyl, 
35 3-Butenyl, 3E-Pentenyl, 3E-Hexenyl, 3E-Heptenyl, 4-Pentenyl, 4Z-HexenyC 4I>Hexenyl, 4Z-Heptenyl, 5-HexenyU 6- 
Heptenyl und dergleichen. Gruppen mit bis zu 5 Kohlcnstofifatomea sind im allgcmeinen bevorzugt. 

In besonders bevorzugten Ausfuhrungsformen enthalten die Mischungen 

- eine oder mehrere, insbesonderc eine, zwei oder drei Verbindungen der Formel I, 

40 - eine, zwei oder drei Verbindungen der Formel I-l, worin R* alkyl mit 1 bis 8 C-Atomen bedeutet, und/oder eine, 

zwei oder drei Verbindungen der Formel I-l, worin R' alkenyl mit 2 bis 7 C-Atomen bedeutet, 

- 5 bis 40%, insbcsondere 8 bis 25% einer oder mehrerer Verbindungen der Formel I, 

- 5 bis 60%, insbcsondere 15 bis 50% einer oder mehrerer Alkenylvcrbindungen der Formel II, 

- eine oder mehrere, besonders bevorzugt eine, zwei oder drei Iblan- Verbindungen der Formel T2h 



50 




T2h 



F 



worin R^ und R^ die oben angegebene Bedeutung besitzen, 
55 — eine oder mehrere, besonders bevorzugt jeweils zwei bis vier; Tolan- Verbindungen der folgenden Formeln 



60 



65 
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T2a 



T2b 



T1b-1 



worin und die oben angegebene Bedeutung besitzen. 
- eine oder mehrere Verbindungen der folgenden Formeln 




worin R^ und L die bcvorzugtco Bcdcutungcn, die untcr Verbindungen dcr Komponente B genannt sind, besit- 
zen, und L in Fonnel IV 25 H oder F, besonders bevorzugC F bedeutet Der Anteil dieser Verbindungen in den Riis- 
sigkristallmischungen liegt vorzugsweise bei 10 bis 45%, insbesondore bei 15 bis 40%, 

- eine oder mehrere, insbesondere zwei bis (tinf Verbindungen der Fonnel lUb, HIc und/oder mh. 

- wenigstens zwei Verbindungen der Formel IQc, und gegebenenfalls zusatzlich wenigstens eine \%rbindung der 
Formel Elb, worin und/oder 1? F bedcuten. Der Anteil dieser Verbindungen in den Flussigkristallniischungen 
liegt vorzugsweise bei 7 bis 50%, insbesondere bei 10 bis 40%; 

- wenigstens eine Verbindung der Formel 11- la und/oder II-3e, 

- wenigstens dne Verbindung ausgewahlt aus der folgenden Gruppe 
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worin alkyl eine Alkylgruppe mit 1 bis 8 C-Atomen uad R^^ H oder CH3 bedeutet, 

- mehr als 20% an Verbindungen mit positiver dielektri.scher Anisotropic, insbesondere mit A£ > +12. 

Die erfindungsgemaBen Mischungen zeichnen sich insbesondere beim Einsatz in TO- und STN-Anzeigen mit hohen 

35 Schichtdicken durch sehr niedrige Summenschaltzeiten aus (tges = ton + toff)- 

Die in den erfindungsgemaBen TN- und STN-Zellen verwendeten RussigkristaUmischungen sind diclcktrisch positiv 
mit Ae > 1. Besonders bevoizugt sind Russigkristalhnischungen mit Ae > 3, insbesondere mit Ae > 5. 

Die erfindungsgenmfien Riissigkristallmischungen weisen giinstige Werte fiir die Schwellenspannung W 10/0/20 fur 
die Rotationsviskositat yi auf. Tst der Wert fur den optischen Wegunterschied d • An vorgegeben, wird der Wert fur die 

40 Schichtdicke d durch die optische Anisotropic An bestimmt. Insbesondere bei relativ hohcn Wcrtcn fiir d * An ist i. a. die 
Verwendung crfindungsgemaBer RussigkristaUmischungen mit einem relativ hohen Mfert fiir die optische Anisotropie 
bevoreugt, da dann der Wert fiir d relativ klein gewahlt werden kann, was zu gunstigercn Werten fur die Schaltzeiten 
fuhrt. Aber auch solche erfindungsgemaBen RiissigkristaRanzeigen, die erfindungsgemaBe RussigkristaUmischungen 
mit kleineren Werten fiir An enthalten, sind durch vorteilhafte Werte fiir die Schaltzeiten gekennzeichnet 

45 Die erfindungsgemaBen RussigkristaUmischungen sind weiter durch vorteilhafte Werte fiir die S teilheit der elektroop- 
tischcn Kennlinic gekennzeichnet, und konnen insbesondere bei Temperaturen uber 20°C mit hohcn MuMplcxratcn be- 
trieben werden. Dariiber hinaus weisen die erfindungsgemaBen RussigkristaUmischungen eine hohc StabiUtat und giin- 
stige Werte fiir den elektrischen Widerstand und die Frequenzabhangigkeit der Schwellenspannung auf. Die erfindungs- 
gemaBen RussigkristaUanzeigen weisen einen groBen Arbeitstemperaturbereich und eine guie Winkelabhangigkeit des 

50 Kontrastes auf. 

Der Aufbau der erfindungsgemaBen RussigkristaU-Anzeigeelemente aus Polarisatoren, Elektrodcngrundplatten und 
Hlektroden mit ein^ solchen Oberflachenbehandlung, daB die V)r/.ugsonentierung (Direktor) der jeweils daran angren- 
zenden RussigkristaU-Molekiile von dec eii^n zur anderen Elektrode gewohntich um betragsmaBig 160° bis 720** gegen- 
einander verdreht ist, entspricht der fur derartige Anzeigeelemente iibUchen Bauwcise. Dabei ist der BegriflT dear ubfichen 

55 Bauwcise hier weit gefaBt und umfaBt auch aUe Abwandlungen und Modifikationen der TN- und STN-ZeUe, insbeson- 
dere auch Matrix-Anzeigeelemente sowie die zusatzUche Magnete enthaltenden Anzeigeelemente. 

Der OberflachentUtwinkel an den beiden Tragerplatten kann gleich oder verschieden sein. Gleiche Tlltwinkel sind be- 
vorzugt, Bevorzugte TN-Anzeigen weisen AnsteUwinkel zwischen der Langsachse der Molekule an der Oberflache der 
Tragerplatten und den Tragerplatten von 0° bis 7°, vor/ugsweisc 0,01^ bis 5°, insbesondere 0,1 bis 2° auf. In den STN- 

60 Anzeigen ist der AnsteUwinkel bei 1° bis 30°, vorzugsweise bei 1° bis 12° und insbesondere bei 3° bis 10°. 

Der VcrdriUungswinkel der TN-Mischung in der ZeUe Uegt dem Betrag nach zwischen 22,5° und 170°, vorzugsweise 
zwischen 45° und 130° und insbesondere zwischen 80° und 115°. Der Verdrillungswinkel der STN-Mischung in der 
ZeUe von Orientierungsschicht zu Orientierungschicht liegt dem Betrag nach zwischen 100° und 600°, vorzugsweise 
zwischen 170° und 300° und insbesondere zwischen 180° und 270°. 

65 Die Herstellung der erfindungsgemaB verwendbaren RussigkristaUmischungen crfolgt in an sich ubHcher ^isc. In 
der Regel wird die gewiinschte Menge der in geringerer Menge verwendeten Komponenten in der den Hauptbestandteil 
ausmachenden Komponenten gelost, zweckmaBig bei erhohter Temperatur. Es ist auch mogUch, Losungen der Kompo- 
nenten in einem oiganischen Losungsmittel, z. B. in Aceton, Chloroform oder Methanol, zu mischen und das Losungs- 
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mittel nach Durchmischung wieder zu entfemen, beispielsweise durch Destination. 

Die Dielektrika konnen auch weitere, dem Fachmann bekannte und in der Literatur beschriebene Zusatze enthalten. 
Beispielsweise konnen 0-15% pleochroitische Farbstoffe zugesctzt wcrden. 

In der vorliegenden Anmeldung und in den folgenden Beispielen sind die Strukturen der FlUssigkristallverbindungen 
durch Acronyme angegeben, wobei die Transformation in chemische Formeln gemaB folgender Tabellen A und B er- 5 
folgt. AUe Reste CnH2n+i und CniH2ni+i sind geradkettige Alkylreste mit n b/.w. m C-Atomen. Die Alkenylreste weisen 
die trans-Konfiguration auf. Die Codierung gemaB Tabelle B versteht sich von selbst. In Tabelle A ist nur das Acronym 
fiir den Grundkorper angegeben. Im Einzelfall folgt getrennt vom Acronym fur den Grundkorper mit einem Strich der in 
der untenstehenden Tabelle angegebene Code fiir die Substituenten R^, R^ L^, und L^. 



Code fiir R\ 

q2 , 1 1 2 ,3 


R 


R 


Li 


L2 


L3 


nm 


CnH2n+l 


CmH2m+1 


H 


H 


H 


nOm 


OCnHjn+l 


CmH2m+1 


H 


H 


H 


nO.m 


CnH2n*i 


0CmH2n(H.i 


H 


H 


H 


n 


CnH2n+1 


ON 


H 


H 


H 


nN.F 




ON 


H 


H 


F 


nN.F.F 


CnH2n+i 


ON 


H 


F 


F 


nF 


CnH2n+1 


F 


H 


H 


H 


nOF 


0CnH2n+i 


F 


H 


H 


H 


nF.F 


CnH2rH-i 


F 


H 


H 


F 


nmF 


CnH2n*1 


CnuH2in+i 


F 


H 


H 


nOCFa 


CnH2n*1 


OCF3 


H 


H 


H 


n-Vm 


CnH2n*1 


-CH=CH-CreH2m+1 


H 


H 


H 


nV-Vm 


CnH2n«-1"CH=CH- 


-CH=CH-C|nH2m+1 


H 


H 


H 



40 

Die TN- und STN-Displays enthalten vorzugswcise flussigkristalline Mischungen, die sich aus ein oder mehieien >fer- 
bindungen aus den Tabellen A und B zusammensetzen. 



45 



50 



55 



60 



65 
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TabeUcA 
L\L2 L^irHodcrF 




CCH 



55 



60 
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TabeUcB 



F 




CC-nV-Vm CC-n-V 




F 



CCG-V-F PPTUI-n-m 



F 



C. 




CBC-nmF 

Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung edautem, ohne sie zu begrenzen. Es bedeutet 
Kip. Klarpunkt (Phasenubeigangs-Temperatur nematisch-isotrop), 
S-N Phasenubergangs-Temperatur smektisch-nematisch, 
Visk. FlieBviskositat (mm^/s, soweit nicht anders angegeben, bei 20°C), 
An optische Anisotropie (589 nm, 20**C) 
S Kennliniensteilheit = Vgt/V lo 

Vio Schwcllcnspannung = charakteristischc Spannung bci cincm relativen Kontrast von 10%, 
V90 charakteristischc Spannung bei einem relativen Kontrast von 90%, 
tave (ton + ^fd^^ (mlttlere Schaltzeit) 

ton Zeit vom Einschalten bis zur Erreichung von 90% des maximalen Kontrastes, 
toff Zeit vom Ausschaltea bis zur Erreichung von 10% des maximalen Kontrastes, 
Mux Multiplexrate 

tstote Tieftemperatur-LagerstabiliUit in Stunden (-20**C, -30**C, -WQ 

Vor- und nachstehead sind alle Temperaturen in angegeben. Die Prozentzahlen sind (jewichtsprozente. Alle Werte 
beziehen sich auf 20°C, soweit nicht anders angegeben. Die Ansteuerung der Anzeigen erfolgt, soweit nicht anders an- 
gegeben, bei einer Multiplexrate von 1/240 und einem Bias von 1/16. Die ^idrillung (twist) betragt 240**, soweit nicht 
anders angegeben. 

Beispiel 1 

Eine TN- und STN-Mischung bestehend aus 

Pai-302 10.00% 

PCH-3 8.00% 

CP-V-AN 11.00% 

CP-3-AN 11.00% 

CC-5-V 11.00% 

CC-lV-Vl 10.00% 
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CCP-V-l 13.00 

CCP-V2-1 10.00% 

PPTUI-4-4 16.00% 

Kip.: 107,0"C 

5 An: 0,1671 

Vio: 2,43 V 

S: 1,037 



Beispiel 2 

10 

Eine TN- und SIN-Mischung bestehend aus 



'PCH-3N.F.F 


4.00% 


CP-V-AN 


10.00% 


ME2N.F 


2.00% 


ME3N.F 


3,00% 


ME4N.F 


5.00% 


PCH-301 


6.00% 


CC-5-V 


18.00% 


CC-lV-Vl 


10.00% 


CCP-V-l 


16.00% 


CCT'-V2-1 


16.00% 


PPTUI-4-4 


10.00% 


Kip.: 


97,0T 


An: 


0,1361 


Vio: 


2,17 V 


S: 


1,055 



30 Beispiel 3 

Eine TN- und STN-Mischung bestehend aus 

CP-V2-AN 10.00% 

35 CP-V-AN 11.00% 

/ME2N.F 5.00% 

ME3N.F 5.00% 

ME4N.F 14.00% 

ME5N.F 12.00% 

"CC-5-V 10.00% 

f---CCG-V-F 8.00% 

^ CCP-V-l 7.00% 

PPTUT-3^ 5.00% 



CBC:-33 4.( 
45 r CCTC-33 5.00% 
j CCPC-34 4.00% 

j Kip.: 100,2**C 

An: 0,1713 

Vio: 1,25 V 

50 S: 1,064 

tave- 130 ms 

Mux: 1/32 

bias: 1/7 

55 



60 



Eine TN- und STN-Mischung bestehend aus 



65 



Beispiel 4 



CP-3-AN 


22.00% 


ME2N,F 


4.00% 


ME3N.F 


4.00% 


MF^N.F 


14.00% 


ME5N.F 


14.00% 


CC-5-V 


10.00% 


CC-lV-Vl 


8.00% 


CCG-V-F 


6.00% 
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PFrUT-3-4 


5.00% 


CBC-33 


4.00% 


CBC-53 


4.00% 




5.00% 


Kip.: 


96,0"C 


An: 


0,1711 


Vio: 


1,31V 


S: 


1,037 


tavc* 


107 ms 


Mux: 


1/32 


bias: 


1/7 



Bcispicl 5 

Eine TN- und STN-Mischung bestehend aus 



PCH-3N.F.F 


7.00% 


CP-2-AN 


10.00% 


CP-3-AN 


6.00% 


PCH-302 


13.00% 


CC-5-V 


18.00% 


CCP-V-1 


16.00% 


CCP-V2-1 


12.00% 


ppnji-3-2 


18.00% 


Kip.: 


101,5°C 


An: 


0,1615 


Vio: 


2,25 V 


S: 


1,076 


tavc* 


101ms 



Beispiel 6 

Eine TN- und STN-Mischung bestehend aus 



PCH-3N.RF 


7.00% 


CP-V-AN 


10.00% 


CP-V2-AN 


8.00% 


Pai-302 


15.00% 


CC-5-V 


20.00% 


CCP-V-1 


16.00% 


CCT-V2-1 


8.00% 


PPTUI-3-2 


16.00% 


Kip.: 


97,5"C 


An: 


0,1595 


Vio: 


2,26 V 


S: 


1,062 


tavc* 


97 ms 



Beispiel 7 

Eine TN- und STN-Nfischung bestehend aus 



PCT1-3N.RF 


7.00% 


CP-V-AN 


10,00% 


CT-.V2-AN 


8.00% 


PCH-302 


3.00% 


CCG-V-F 


10.00% 


CC-5-V 


20.00% 


CCP-V-1 


16.00% 


CCP-V2-1 


8.00% 


PPTUI-3-2 


8.00% 


PTP-102 


5.00% 


PTP-201 


5.00% 


Kip.: 


97,3°C 


An: 


0,1597 
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10 



15 



20 



25 



Vio: 2,20 V 

S: 1,060 
tavc^ 109 ms 

Beispiel 8 

Eine TN- und STN-Mischung bestehend aus 



Pai-3N.RF 


7.00% 


CP-V-AN 


10.00% 


CP-V2-AN 


8.00% 


D-302PP 


8.00% 


CCG-V-F 


10.00% 


cc:-5-v 


17.00% 


CGP-V-1 


16.00% 


CCP-V2-1 


6.00% 


PPTUI-3-2 


8.00% 


PTP-102 


5.00% 


PTP-201 


5.00% 


Kip.: 


95,0°C 


An: 


0,1605 


Vio: 


2,18 V 


S: 


1,046 


tave^ 


130 ms 



Beispiel 9 

Eine TN- und STN-Mischung bestehend aus 

30 



PCH-3N.F.F 


5.00% 


CP-2-AN 


8.00% 


CP-3-AN 


6.00% 


PCH-302 


15.00% 


CC-5-V 


19.00% 


CCP-V-1 


16.00% 


(X.T-V2-1 


12.00% 


PFrUI-3-2 


15.00% 


PTP-102 


4.00% 


Kip.: 


98,0°C 


An: 


0,1590 


Vio: 


2,58 V 


S: 


1,063 


tave: 


130 ms 



45 



Beispiel 10 

Eine TN- und STN-Mischung bestehend aus 



50 



60 



65 



jME2N.F 


8.00% 


\ME3N.F 


7.00% 


MF>4N.F 


16.00% 


PCH-3N.F.F 


10.00% 


CC-5-V 


7.50% 


ICCG-V-F 


17.00% 


CCCPC-33 


6.00% 


\CCPC-34 


6.00% 


ICCPC-35 


4.00% 


CBC-33 


5.00% 


PPTUI-3-2 


3.50% 


CP-2-AN 


10.00% 


Kip.: 


94,5X 


An: 


0,1436 


Vio: 


1,12 V 


S: 


1,072 


tave: 


281 ms 
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Mux: 1/65 
bias: 1/7 

Beispiel 11 

Eine TN- und STN-Mischung bestehend aus 



ME2N.F 


8.00% 


ME3N.F 


7.00% 


ME4N.F 


9.00% 


PCH-3N.RF 


10.00% 


CC-5-V 


9.00% 


CCG-V-F 


17.00% 


CCPC-33 


6.00% 


CCPC-34 


6.00% 


CCPC-35 


4.00% 


CBC-33 


4.00% 


CP-2-AN 


20.00% 


Kip.: 


95,0**C 


An: 


0,1426 


Vio: 


1,20 V 


S: 


1,055 



Beispiel 12 

Kne TN- und STN-Mischung bestehend aus 



ME2N.F 


8.00% 


ME3N.F 


7.00% 


ME4N.F 


16.00% 


PCH-3N.FJ7 


10.00% 


CC-5-V 


10.00% 


CCG-V-F 


10.00% 


CCPC-33 


6.00% 


CCPC-34 


6.00% 


c:cpc-35 


4.00% 


C^C-33 


5.00% 


PFrUI-3-2 


4.00% 


CT-2-AN 


10.00% 


CCT-V-1 


4.00% 


Kip.: 


100,0°C 


An: 


0,1453 


Vio: 


1,14 V 


S: 


1,061 



Beispiel 13 

Hne TN- und STN-Mischung bestehend aus 



ME2N.F 


8.00% 


ME3N.F 


7.00% 


ME4RF 


16.00% 


PCH-3N.F.F 


10.00% 


CC-5-V 


11.50% 


CCG-V-F 


10.00% 


CCPC-33 


5.00% 


CCTC-34 


5.00% 


CCTPTUI-35 


4.00% 


C^C-33 


5.00% 


PPTUI-3-2 


4.00% 


CP-2-AN 


10.00% 


CCP-V-1 


4,50% 


Kip.: 


93,5"C 


An: 


0,1429 


Vio: 


1,15 V 
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S: 1,077 
tave^ 254 ms 

Mux: 1/65 
bias: 1/7 

5 

Beispiel 14 

Eine TN- und STO-Mischung bestehend aus 



10 


ME2N.F 


8.00% 




ME3N.F 


7.00% 




ME4N.F 


16.00% 




PCH-3N.RF 


10.00% 




C(>5-V 


12.00% 


15 


CCG-V-F 


10.00% 




CCPC-33 


5.00% 




CCPC-34 


5.00% 




CCPC-35 


4.00% 




CBC-33 


4.00% 


20 


PPTUI-3-2 


4.50% 




CP-3-AN 


10.00% 




CCP-V-1 


4.50% 




Kip.: 


94,0°C 




An: 


0,1452 


25 


Vio: 


1,15 V 




S: 


1,078 




lave* 


230 ms 




Mux: 


1/65 




bias: 


1/7 



30 



Beispiel 15 

Eine TN- und SW-Mischung bestehend aus 

35 



ME2N.F 


8.00% 


ME3N.F 


8.00% 


ME4N.F 


9.00% 


ME5N.F 


9.00% 


CP-3-AN 


9.00% 


CC-5-V 


4.00% 


CC-lV-Vl 


8.00% 


CCG-V-F 


14.00% 


CCP-VA 


14.00% 


CCP-V2-1 


2.00% 


PPTUI-3-2 


13.00% 


CBC-33 


2.00% 


Kip.: 


92,0**C 


An: 


0,1698 


Vto: 


1,24 V 


S: 


1,080 



Beispiel 16 

55 

Eine TN- und STN-Mischung bestehend aus 



ME2N.F 


8.00% 


ME3N.F 


8.00% 


ME4N.F 


9.00% 


ME5N.F 


9.00% 


CP-3-AN 


16.00% 


CC-lV-Vl 


8.00% 


CCG-V-F 


15.00% 


CCP-V-1 


13.00% 


PPTUI-3-2 


9.00% 


CCPC-33 


5.00% 
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Kip.: 97,5"C 

An: 0,1736 

Vio: 1,25 V 

S: 1,075 



Beispiel 17 



Eine TN- und STN-Mischung bestehend aus 



CP-V2-AN 


10.00% 


CP-V-AN 


10.00% 


ME2N.F 


4.00% 


ME3N.F 


4.00% 


ME4N.F 


14.00% 


ME5N.F 


11.00% 


CC-5-V 


10.00% 


CC-lV-Vl 


8.00% 


CCP-V-1 


15.00% 


PPTUI-3^ 


6.00% 


CBC-33 


4.00% 


CXTC-33 


4.00% 


Kip.: 


96,8°C 


An: 


0,1685 


Vio: 


1,35 V 


S: 


1,072 


tavc' 


101 ms 


Mux: 


1/32 


bias: 


1/7 



Beispiel 18 

Eine TN- und STN-Mischung bestehend aus 



CP-V2-AN 


10.00% 


CP-V-AN 


11.00% 


ME2N.F 


5.00% 


ME3N.F 


5.00% 


ME4N.F 


14.00% 


ME5N.F 


12.00% 


CC-5-V 


10.00% 


CC-lV-Vl 


8.00% 


CCP-V-1 


7.00% 


PPTUI-3^ 


5.00% 


CBC-33 


5.00% 


CCTC-33 


4.00% 


CCTC-34 


4.00% 


Kip.: 


99,0**C 


An: 


0,1714 


Vio: 


1,30 V 


S: 


1,066 




110 ms 


Mux: 


1/32 


bias: 


ly? 



Beispiel 19 

Eine TN- und STN-Mischung bestehend aus 



CP-3-AN 21.00% 

PCH-301 18.00% 

CC-5-V 21.50% 

PTP-102 5-00% 

PTP-201 5.00% 

PTP-301 4.50% 

CTTP-301 5.00% 
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D.KA) ft) 




j.UUt© 








4.UU70 




Z.UUvW 


AJ.p.. 


1UU,J C 


An- 






Z.Jz V 


S: 


37.6 


tave(-20«C): 


170 ms 


Mux: 


1/4 


bias: 


1/3 


twist: 


90** 



15 Beispiel 20 

Eine TN- und STN-MischuQg bestehend aus 





CG-3-AN 


18.00% 


20 


PCH-301 


17.00% 




CC-5-V 


19.00% 




PTP-102 


5.00% 




PTP-201 


5.00% 




PTP-301 


5.00% 


25 


FrP-302 


4.00% 




CFrP-301 


4.00% 




(TTP-302 


4.00% 




CFrP-303 


4.00% 




CFrP-30CF3 


4.00% 


30 


CPTP-50CF3 


4.00% 




CBC-33F 


4.00% 




CBC-53F 


3.00% 




Kip.: 


97^^ 




An: 


0,1850 


35 


Vio: 


2,32 V 




S: 


1,037 




tave(~20«C): 


225 ms 




Mux: 


1/4 




bias: 


1/3 


40 


twist: 


90° 



Patentanspriiche 

45 1. TN- Oder STN-Russigkristallanzcige mit 

- zwci Tragerplatten, die mit einer Umrandung eine 2^11e bilden, 

- einer in der Zelle befindlichen nematischen niissigkristallmischung mit positiver dielektrischer Anisotro- 
pic, 

- Elektrodenschichten mit Orienderungsschichten auf den Innenseiten der TVagerpIatlen, 

50 - einem Anstellwinkel zwischen der Langsachse der Molekiile an der Oberflache der Tragerplatten und den 

Tragerplatten von 0 Grad bis 30 Grad, und 

- einem Verdrillungswinkel der Flussigkristallmischung in der Zelle von Orientierungsschicht zu Orientie- 
rungsschicht dem Betrag nach zwischen 22,5° und 600", 

- einer nematischen RiissigkristaUmischung bestehend aus 

55 a) 15-80 Gew.-% einer flussigkristallinen Komponente A, bestehend aus einer Oder mehreren \ferbin- 

dungen mit einer dielektrischen Anisotropic von iibcr +1,5; 

b) 20- 85 Gew,-% einer flussigkristallinen Komponente B, bestehend aus einer oder mehreren \ferbin- 
dungen mit einer dielektrischen Anisotropic zwischen -1,5 und +1,5; 

c) 0-20 Gew.-% einer flussigkristallinen Komponente D, bestehend aus einer oder mehreren ^fcrbindun- 
60 gen mit einer dielektrischen Anisotropic von unter -1 ,5 und 

gegebencnfalls einer optisch aktiven Komponente C in einer Mcnge, da6 das \ferhaltnis zwischen 
Schichldicke (Abstand der Tragerplatten) und natiirlicher Ganghohe der chiralen nematischen Riissigkri- 
staUmischung etwa 0,2 bis 1,3 betragt, 
dadurch gekennzdcluiet, daB die FlttssigkristaUmischung mindestens eine Verbindung der Formel I 

65 
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H 



0 )— C=C-CN 



sowie eine oder mehrere Verbindungen der Foraiel II 




H 



H 



10 



15 



cnth alien, 
worin 

undR'*jeweils unabhangig voneinander eine Alky 1-, Alkoxy- oder Aikenylgruppe mit 1 bis 12 C-Atomen, wobei 
auch ein oder /.wei nicht benachbarte CH2-Gruppen durch -O, -CH=CH-, -CO-, -OCO- oder -COO- so ersetxt sein 
konnen, daB O-Atome nicht direkt miteinander verkniipfl sind, 20 

eine Aikenylgruppe mit 2 bis 7 C-Atomen, 
L H oder F, und 
a 0 oder 1 
bedeuten. 

2. Riissigkristallanzeige nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB sie mindestens eine Verbindung ausge- 25 
wahlt aus den Fonneln Il-la bis II-lc 




ll-1a 



30 




ll-lb 



35 




II-1C 



40 




H 



H >-alkyl 



ll-ld 



45 




H 



H >— alkyi 



und/oder mindestens eine Verbindung ausgewahlt aus den Formeln n-2a und n-2b 

hV/h >— ( 0 y-alkyi 




3a _/ 



ll-1e 



l-2a 



so 



55 



60 



.3a 




H H 



O >— alkyi 



ll-2b 



65 



eathalt, worin und R''* jeweils unabhangig voneinwder H, CH3, C2H5 oder D-C3H7 und alkyl dne Alkylgruppe 
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mit 1 bis 7 C-Atomen bedeuten. 

3. Flussigkristalianzeige nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB sie mindestens eine \ferbindung der 
Fonncin*emhall 




worin 

die in Formel 11 angegebene Bedeutung besitzt, 
Q CF2, 0CF2> CFII, OCFH oder eine Einfachbindung, 
YF Oder CI, und 

und jeweils unabhangig voneinander H oder F bedeuten. 
4. Flussigkristalianzeige nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB sie mindestens eine \^rbLndung 
ausgewahlt aus den folgenden Formeln enthalt 




in Formel Tl auch 
in Formel T2 auch 




dOoder 1, 

bis l7 jeweils unabhangig voneinander H oder F, 
Q -CF2-, -CHF-, -OCF2-, -OCPIF- oder eine Einfachbindung, 
YF Oder CI, 

-C0-0-, -CH2CH2- Oder cine Einfachbindung bedeuten, 

die oben angegebene Bedeutung besitzt und 

eine der HirR angegebenen Bcdeutungen besitzt. 
5. Flussigkristalianzeige nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB Komponente A eine oder 
mehrere Verbindungen der folgenden Formeln enthalt 
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R — { H > — ( O V- CN illb 




worin R eine der fur in Anspruch 1 angegebenen BedeutungeD besitzt und und jeweils unabhangig vonein- 
ander H oder F bedeutcD. 

6. Flussigkristallanzeige nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekenn/eichnet, daB sie eine oder mehrere 
Verbindungen der folgenden Formel enthalt 




worin und R^ die in Anspruch 3 angegebenen Bedeutungen haben, und L H oder F bedeutet. 

7. Flussigkrislallan/cige nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gckcnn/cichnct, daB sie eine oder mehrere Tb- 

lan- Verbindungen ausgewahlt aus den folgenden Formeln enthalt. 




T2a 
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T2b 



T1b-1 



T2h 



F 

worin und die in Formel T2 angegebene Bedeutung besitzen. 

8. Fliissigkristallanzeige nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB sie 5 bis 40% einer oder 
mehrcier Vcrbindungcn dcr FonncL I cnthalt 

9. FLiissigkristallaDzeige nach einem der Anspruche 1 bis 8, daduich gekennzeichnet, daB sie 5 bis 60% einer oder 
mehieier Verbindungen der Formel 11 enthalt. 

10. Riissigkristallmischung der in dncm dcr Anspnichc 1 bis 10 dcfinicrtcn Zusammensetzung. 
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